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１．はじめに

有機電界効果トランジスタ (OFET)の高性能

化に向けた研究は近年数多くなされ、特に電界効

果移動度については a-Si FET を凌駕する OFET

が数多く研究されてきた[1]。OFET の実用化に向

け電極への SAM 処理[2]や、MoO3を用いたゲー

ト電極修飾による閾値電圧の制御などがある[3]。

我々は、トルエンや p-キシレンなどの有機半導体

溶媒による OFET の特性の変化について報告し

てきた[4]。本研究では、有機半導体材料の溶媒

制御により、移動度、閾値電圧などの特性制御が

可能であることを見出した。 

２．実験 

有 機 半 導 体 層 と し て 2,7-dioctyl 

[1]benzothieno[3,2-b][1]benzothiophene（C8-BTBT）

を、スピンコート法を用いて製膜したトップゲー

ト・ボトムコンタクト構造の OFET を作製した。

C8-BTBTの溶媒として、C8-BTBTを溶解させる、

トルエン（沸点：110 ℃）、p-キシレン（沸点：

138 ℃）およびその混合溶媒を用い、様々な混合

比において半導体層を製膜することで、OFET の

閾値電圧および、移動度を変化させた。 

３．結果及び考察 

Fig. 1 にトルエンのみ及びトルエンと p－キシ

レンの混合溶媒を用いて作製した OFET の伝達

特性を示す。いずれの混合比率においても良好な

電流の立ち上がりを示し、トルエンに対し 30 

wt%の p-キシレンを混合した溶媒を用いること

で-0.8 V の低い閾値電圧、かつ、最高 5.4 cm
2
V

-1
s

-1

の高い移動度を達成した。Fig. 2 に様々な混合溶

媒の比率で作製した OFET の移動度および閾値

電圧を示す。溶媒の混合比率を変化させることで

移動度と閾値電圧が変化していることが分かる。

閾値電圧に関しては、混合溶媒中の p-キシレンの

割合の増加に伴い、負の方向へその値が変化した。

当日は C12-BTBTについても低閾値電圧かつ高移

動度の OFET の作製プロセスを実現した結果に

ついても述べる。 
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Fig. 1. Transfer characteristics of OFETs fabricated 

by using mixed solvents of toluene and 

p-xylene with different p-xylene ratio 
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Fig. 2. Mobilities and threshold voltages of OFETs 

fabricated by using mixed solvents of toluene and 

p-xylene with different p-xylene ratio 
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